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Критическая напряженность электрического поля в SF6 в интервале температур Т=300(2300 К
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Рис. 1. Зависимость величины (E/N)кр в SF6 от температуры T: ( – по данным работы [2, 3]; (– данные настоящей работы

Предложена и экспериментально обоснована методика получения температурных зависимостей критической величины приведенной напряженности электрического поля (E/N)кр в недиссоциированном SF6 и смесях на его основе. Эта методика основана на измерении напряжения горения объемного самостоятельного разряда (ОСР), зажигаемого в газе, в котором определенная область разрядного промежутка предварительно нагревается излучением импульсного СО2-лазера. Температура газа определялась двумя методами: по энергии лазерного излучения, поглощенного в зоне развития ОСР [1], и по скорости ударной волны, формирующейся на границе нагретого и холодного газа. На рис.1 показана температурная зависимость величины (E/N)кр в SF6 в интервале температур Т=300÷2300К, полученная в настоящей работе, на этом же рисунке показаны точки, полученные нами ранее в [2, 3]. Из рис.1 видно, что (E/N)кр монотонно растет с увеличением температуры. Это обусловлено ростом потерь электронов на прилипание к колебательно возбужденному SF6. Значения величины (E/N)кр, полученные нами при определении температуры двумя разными методами хорошо согласуются между собой. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 06-02-08032-офи, 05-08-33704, 06-08-00568 и Фондом содействия отечественной науке. 
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